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(57) Изобретение относится к радио-

технике. Цель изобретения - повышение

КПД и быстродействия. Двухтактный

усилитель мощности содержит выходные

транзисторы 1, управляющие транзис-

торы 2, резисторы 3 и 10, транзисто-

ры 4 защиты, усилители-ограничите-

ли 5, прямосмещенные диоды 6, прямо-
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смещенные разделительные диоды 7,

нагрузку 8 и источник 9 питания. На-

'личие связи выходной шины двухтакт-

ного усИЛИТелЯ МОЩНОСТИ С ВХОДаМИ СО'

отпегствующих управляющих транзисто-

ров 2 через транзисторы 4 защиты и

диоды 6 позволяет передавать потен-

циал, возникающий на коллекторах вы-

ходных транзисторов 1, на вход со-

ответствующего управляющего тран-

зистора 2. Это обеспечивает оптималь-

ное по быстродействию и надежности

переключение выходных транзисторов

1. Исключение возникновения сквоз-

ных токов обеспечивает повышение КПД

усилителя. 1 ил,
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Изобретение относится к усилителям

и может быть использовано для ревер-

сивного управления электродвигателя-

ми постоянного тока»

Цель изобретения - повышение КПД

и быстродействия.

Принципиальная электрическая схе-

ма двухтактного усилителя мощности

представлена на чертеже, JO

Усилитель мощности содержит выход-

ные транзисторы 1,1 , управляющие

транзисторы 2,2
і
, резисторы 3, З',

транзисторы 4, 4' защиты,усилители-

ограничители 5, 5 , прямосмещенные 15

диоды 6, 6 , прямосмещенные раздели-

тельные диоды 7, 7 , нагрузку 8, ис-

точник 9 питания, введенные дополни-

тельные резисторы 10, 10 .

Двухтактный усилитель мощности ра~20

ботает следующим образом.

Пусть в исходном состоянии на

входную шину подан низкий потенциал.

Включается усилитель-ограничитель

5
1
» ток протекает от отрицательной 25

шины источника 9 питания через уси-

литель-ограничитель 5 , прямосмещен-

ный разделительный диод 7 , базо-

эмиттерный переход управляющего тран-

зистора 2' к дополнительной шине ис- 30

точника 9 питания, транзисторы 1 ,

2 , открыты, соответственно выход-

ная шина через открытый транзистор

1' подключена к отрицательной шине

источника 9 питания, а значит и эмит-

тер транзистора 4 защиты через от-

крытый прямосмещенный диод 6 под-

ключен к отрицательной шине источни-

ка 9 питания. При этом транзистор

4 защиты закрыт, а транзистор 4 за-

щиты открыт, и на коллекторе транзи-

стора 4 защиты -•низкий потенциал

отрицательной шины источника 9

питания. К разделительному диоду '

7 прикладывается запирающее на-

пряжение, значит транзисторы 1,

2, 4... находятся в закрытом со-

с тоянин,
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• 'При поступлений на входную шину

высокого потенциала усилитель-огра-

ничитель 5
1
 закрывается, открывает-

ся усилитель-ограничитель 5, тран-

зисторы i'
s
 2', начинают закрывать-

ся. На время рассасывания выходного

транзистора 1' возникает импульс

форсирующего тока, протекающий от

положительной шины источника 9 пита-

ния через усилитель-ограничитель 5,
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транзистор 4' защиты, диод 6' и

транзистор 1' к отрицательной шине

источника 9 питания, который ускоря-

ет время рассасывания выходного траіг

зистора 1'. Амплитуда импульса фор-

сирующего тока, возникающего при

переключении входного сигнала, тем

больше, чем больше отношение сум-

марного напряжения источника питания

к напряжению на дополнительных шинах

В течение времени рассасывания тран-

зистора 1 на коллекторе транзисто-

ра 4 удерживается низкий потенциал,

7на разделительном диоде / остается

запирающее напряжение, следователь-

но, разделительный диод 7, транзис-

торы 1, 4 продолжают находиться в

закрытом состоянии. Таким образом,

во время переключения выходных

транзисторов происходит форсирован-

ное рассасывание выходного транзи-

стора, находящегося в насыщенном со-

стоянии, и исключается одновремен-

ное открывание выходных транзисто-

ров 1 , 1 .

При выходе транзистора 1' из ре-

жима насыщения потенциал на его кол-

лекторе начинает возрастать, а зна-

чит возрастает потенциал на коллек-

торе транзистора 4' защиты до от-

пирания разделительного диода 7,

открываются транзисторы 2, 1. Выход-

ная шина через открытый транзистор 1

подключается к положительной шине

источника 9 питания. Далее работа

происходит аналогично описанному.

Таким образом, наличие связи вы-

ходной шины усилителя с входами со-

ответствующих управляющих транзисто-

ров через транзисторы 4, 4 защиты

и диоды 6, б' позволяет передавать

потенциал, возникающий на коллекто-

рах выходных тоанзисторов, на вход

соответствующего управляющего тран-

зистора, что обеспечивает по сравне-

нию с прототипом более оптимальное

по быстродействию и надежности пе«-

реключение выходных транзисторов -

исключается возникновение сквозных

токов и тем самым повышается КПД

усилителя.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Двухтактный усилитель мощности,

содержащий в каждом плече выходной

транзистор, эмиттер которого соеди-

нен с соответствующей шиной источ-

ника питания, а коллектор подклю-

чен к нагрузке, управляющий тран-
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зистор, коллектор которого через

резистор соединен с базой выходного

транзистора, а эмиттер - с соот-

ветствующей дополнительной шиной

источника питания, транзистор за-

щиты, при этом выходной транзистор,

транзистор защиты одного плеча и

управляющий транзистор другого пле-

ча - одной структуры, о т л и ч а -

ю щ и й с я тем, что, с целью повы-

шения КПД и быстродействия, в каждое

плечо дополнительно введены усили-

тель-ограничитель, причем входы уси-

лителей-ограничителей объединены и

являются входом двухтактного усили-

теля мощности, прямосмещенныи диод

10

15

и прямосмещенныи разделительный ди-

од, при этом усилитель-ограничитель

одного плеча,а также коллекторно-

эмиттерный переход транзистора защи-

ты и прямосмещенныи диод другого пле-

ча соединены последовательно и включе-

ны между соответствующей шиной источ-

ника питания и нагрузкой, база каж-

дого транзистора защиты соединена че~-
1

рез введенный ограничительный рези-

стор с эмиттером управляющего тран-

зистора этого плеча, а коллектор

транзистора защиты одного плеча со-

единен через прямосмещенныи разде-

лительный диод с базой управляющего

транзистора другого плеча.
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